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n -InSb バルク試料および n- InGaAs 薄膜試料において、起電力の発生効率は共鳴吸収の種類(ICR 、 ECR) に
よらず同じ温度変化を示し、温度上昇と共に急激に減少するという性質を得た。これらの特性に対し、熱的なモデル、
すなわち共鳴吸収に関与した電子が緩和する際に放出するフォノンによって試料内部に誘起された温度勾配が、ネル
ンストーエ y テイングスハウゼン効果を通じて起電力を発生させるというモデルを用いて説明を行った。また、試料
内部の温度勾配の誘起は試料の形状に依存し、薄膜試料においては巨大な熱浴として薄膜の片面に接している基板の
存在が熱流をもたらしていることを明らかにした。
この研究は半導体における電子系の共鳴現象による熱の発生機構とその流れを解明したものであり、博士(理学)
の学位論文として十分価値あるものと認める。
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